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Modele statique de I'inverseur CMOS
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Modele statique de I'inverseur CMQOS

Transistor N Vgg=E Vpg=3S

* Reégion de blocage:
Ves=Vin<0 Iy=10
E-V, <0 => E<Vq,

* Région de saturation:
0<Vgs=Vin<Vps => E—=Vyy<S
Iy = Ky(E=Vqy)?

e Région ohmique:
0<Vps<Vgs—Viy=>0<S<E-Vq,
Iy = K, [2(E- Vy)S-57]
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Modele statique de I'inverseur CMOS
TransistorP Vg =E-Vpp Vps =S -Vpp V<0
* Region de blocage:
Ves—Vip>0 =0
E-Vpp—Vp>0 => E>Vpp+ Vo
* Region de saturation:
Vps < Vgs= Vip<0
S—Vpp<E-Vpp=Vp<0 => E-V;>S
lp = Kp(Vpp—E+ Vi )?
« Region ohmique:
Vs = Vip < Vpg <00
E-Vpp—-Vp<S-Vpp<0 => E-V,,<S
lp = Kp [2(Vpp—E+ V) (Vpp—S) = (Vpp—95)“]




Récapitulatif

régions transistor N transistor P
Vin>0 V1p <0
blocage E<Vn E>Vpp+ Vrp

saturation E -Vin<S E -Vip>S

ohmique E -Vn>S E —-Vp<S
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Récapitulatif

) Zone A: TN blogue
"A _ .
P ohmique
) Zone B: TN saturé
o TP ohmique
Zone C: TN saturé
. TP saturé
Zone D: TN ohmique
. TP sature
) PE Zone E: TN ohmique
TP blogue
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4 Etude des differents regimes de
fonctionnement

e Z0ONe A

E <V, y=> TN bloquée => 1, =0=>1,=0
et S>E - V=>TN bloque

=>
lp = Kp [2(Vpp—E+ Vp) (Vpp—S) - (Vpp—5) 7] =0

Solution
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Etude des differents regimes de fonctionnement

e ZOne B
E>V et S>E -V, TN saturé
S>E -V4p TP ohmique

Iy = K (E= V)2
I, = Ko [2(Vpp—E+ Vip) (Vpp=S) - (Vpp—S5) 4]
Iy=1, onpose A=K eto=Vp,-S

Kn

=>0?- 20 (Vpp—E+ V) +HE- V)2 /B, =0
0" =(Vpp—E+ V)= (E- V) /B

_(E ~Vm)?®
P

oc=(Voo - E +VTP)i\/(VDD - E +VTF>)2

Solution =>
S:VDD_O' = E-Vw + \/(VDD — E +VTP)2 —

(E -Vmw)?
pr '®)




Modele statique de I'inverseur CMOS

Zone C
S>E -V, TNsature Iy = K(E-Vy)?
S<E -V, TPsaturé I, = (Vpp—E+ V1p)?2 I = 1o
Solution
E-Vin= \/E(VDD—E-I-VTP) E*_VTN +\/ﬁ7r(VDD +V1p)
- 1+ \/,87

E-Vi < S <E-Vp
= Ke  wp/2%Cox*Wp/Le  pp We/Le
Kn o an /2% Cox*Wn /Ly zon Wn / Ln

on pose Vp == Vo et E™ = Vp/2
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Modele statique de l'inverseur

~

CMOS

 Application
SA

EX:

plot d’entréee compatible
TTL pour CMOS

TTL

Vou> 2.4V

Vo< 0.4V

P

CMOS

Compatibilité (Etat haut)
=> E* \
=> Wo/Wy, \
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Modele statique de l'inverseur

e Zone D CMOQOS

S<E —-Vqy TN ohmique
S<E -V, TPsature
In=1p=> K, [2(E - V1y)S =5°]= Kp(Vpp—E + Vp)?
=> 5 =2(E-V\)S + B (Vpp—E+ V)2 =0
A =(E- V)= B, (Vpp—E+ V)

Solution

S=E-Vmn —\/(E —VTN)2 — (Voo —E +VTF>)2

~
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Modele statique de I'inverseur CMOS

e ZONe E

E>Vpp+ Vop

=>1,=0 TP bloque
S<E-Vq

=> TN ohmique

=K, [2(E = V1 )S =S2]= 0
=>5=0




" Modéle statique de I'inverseur CMQOS

« AN et Récapitulatif: Vp=5V V=1V Vip=-1V B,=1

~

Zone condition TP TN Sortie S
A | 0 <E<V;, |ohmique | bloqué S=Vpp
B | Vo< E <Vyp/2 | ohmique | saturé 5=(E+1)+v15-6E
C E ~Vpp/2 saturé | saturé | S# f(E)= Vpp/2
D Vop/2 <E < saturé |ohmique | S=(E-1)-v6E-1Y
VintVip
E E >V, tV:p | bloquée |ohmique S =0
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